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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 

@ Bel einem Verfahren zur Herstellung von Laiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist: 

Eaeugen von Vertiafungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
Jochem (2a) in einem Substrat (1) aus isoJierendem Material, 
insbesondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiafungen 
und/oder Durchgangsidcher der gewunachten auszubilda- 
nen Strulctur von Leiterbahnan und/oder Durchkontalctlerun- 
gen entspreohen, 

Aufbringen einer Grundschtciit (6) auf eine oder beide 
Seiten des Substrate (1), und 

Aufbringen eines Leitermaterials (7) auf die bezugiich des 
L^itermaterials (7) kataiytlsche und/oder aktivierende 
Grundschicht (6), 

wird vor dem Aufbringen das Leitermaterials (7) die Grund- 
schioht (6) aufior in den Vertiefungen und/oder in den 
Durchgangsiochern seleicttv vom Substrat (1) durch l^ser- 
Ablation entfernt. Elne Bearbeltung der Oberflache dea 

yg) Leitermaterials, der Grundschicht oder des Substrata ist 

0> nicht mehr arforderlich. 



CSJ 
CD 

LU 

o 




Die folnandan Angaben sind den vom Anmelder singarolehten Untarlagen ontnommen 

BUNDESDRUCKEREI 09.37 702047/417 



18/23 



1 

Beschreibimg 



DE 196 20 095 Al 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellimg 
von Leiterplatten, das die folgenden Schritte aufweist: 
Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangsl5- 
chern in einem Substrat aus isolierendem Material* ins- 
bespndere durch LaserrAblation, wobei die Vertiefiin- 
gen und/oder Durchgangslddier der gewQnschten aus- 
zubildenden Struktur von Leiterbahhen und/oder 
Durchkontaktierungen ehtsprechen; 
Aufbringen einer Gnmdschidit aiif eine oder beide Sei- 
ten des Substrats; und 

Aufbringen eines Leitermaterials auf die bezQglich des 
Leitermaterials katalydsche und/oder aktivierende 
Grundschicfat 

Ein derartiges Herstellungsverfahren ist beispielswd- 
se durch die HP 0 677 985 Al bekannt geworden. 

Beim Aufbau von gedruckten Schaltungen bzw. Lei- 
terplatten unterscheidet man grundsStzlich die weitvex^ 
breitete Subtraktivtechnik, die von metallkaschierten 
Substraten bzw. Basismaterialien ausgeht und bei der 
das nicht fOr LeiterzQgebendtij^eKupfer durch Atzun* 
eren entfemt wird, von der Additivty^ni\ die, anf hnfr, 
vermitderbeschichteten Substraten aufbauend» das Lei* 
termaterial nur dort a:us den BSdem aiifbringt; wo Ld- 
terziige benotigt werden. 

Auch Kombinationen dieser Verfahren sind ablich. So 
wird bei der Durchkontaktierung, d, h. der Kupferbeie- 
gung der Lochwandung von beidseitig yorhandenen — 
subtraktiv hergestellten — Leiterbildem additiv, gear- 
beitet . In der Seniiadditivtechxiik werden auf stromlos 
abgescHiedene, dOnhe Ghindschichten die Leiterbahnen 
durch galvanisdie VerstSrkaing auf gebaut und die restli- 
che Gniiidischicht durch Atzen, d. h. subtraktiv, wieder 
entfemt Um DurchgangslScher und Sacklocher herzu- 
stellen, wird zumeist das mechanische Bohren in Verbin- 
dimg mit der Direktmetallisierung angewendet 

Aus der DE-Z "Galvanotechnik" 77, (1986), Nr. 1, Sei- 
ten 51 bis 60 ist es auch bereits bekanni; bei der Herstel- 
lung von Leiterplatten in Volladditivtechnik die Leiter- 
bildflbertragung mit Hilf e eines Lasers vorzunehmen. 

Aus der EP-A-0 164 564 geht weiterhin hervor, daB es 
mSglich ist, Sackldcher in. einem Substrat mit einem 
Exdmerlaser herzusteUen. Der ProzeB dieses Material* 
abtrags wird Laser- Ablation genannt 

Die EP 0 677 985 Al besehreibt die Herstellung von 
Vertiefungen und Durchgangslocher im Substrat durch 
Ablation mit Hilfe eines Exdmerlasers. Durch Energie- 
berechnungen ist es mdglicb, ein kontrolliertes Tiefen- 
profll zu erzeugen. AnschlieSend wird auf die Oberfla- 
che des SubstrattrSgers erne Schidit aus elektrisch lei- 
tendem Material aiifgebracht, beispielsweise durch ein 
PVD-Verfahren. Eine weitere Metallschicht wird auf 
dieser Grundschicht abgeschieden, und dann werden die 
Metallschicht und die Grundschicht durch Schleifen 
Oder Polieren von der SubstratauBenseite derart ent- 
femt, so daB sich nur npch in den Vertiefungen und/oder 
Durchgangsldchera Leitermaterial befindet 

Bei diesem bekannten Verfahren wu*d die Grund- 
schicht voUfiachig mit einer Metallschicht, beispielswei- 
se einer Kupferschicht beschichtet, die dann fast voU- 
st§ndig durch Schleifen, Lappen o. a. wieder abgetragen 
werden muB. Bei diesem mechanischen Abtrag des 
dberflQssigen Materials kommt es zu einer starken me- 
chanischen Belastunjg: des folienartigen Substrats. Au- 
fierdem werden fOr einen planen mechanischen Abtrag 
im Toleranzbereich der GrdBenprdnung 1 ixm mehr auf<f 
wendige Anlagen bendtigt 



Aus der EP 0 287 843 Bl geht hervor, daB fOr die Ab- 
lation der Gmndschicht idealerweise ein gepulster Ex- 
dmerlaser verwendet wird. Die EP 0 287 843 Bl zeigt 
auch, daB durch Ablation mittels elektromagnetischer 
5 Strahlung ein negatives Biki der LeiterzQge erzeugt 
werden kann^ wobei die Grundschicht ohne wesentliche 
Beeintrachtigung der Substra-toberfiache selektiv wie- 
der abgetragen wird Im Bereich der Einwirkung der 
elektromagnetischeh Strahlung kann dann bei den nach- 
10 folgenden Verfahrensschritten keine Metallisierung 
mehr stattfinden. Unter Wahrung der Vorteile der Addi- 
tivtedmik kann also euie besonders einfach zu realisie- 
rende Leiterbildfibertragung mittels elektromagneti- 
scher Strahlung vorgenbmmen werden. 
15 Von Nachteil dieses aus der EP 0 287 843 Bl bekann- 
ten Verfahrens ist, daB der Leiterbahnaufbau auf der 
Substratoberflache stattfindet Dies bedeutet, daB durch 
das ZusammenfQgen mehrerer Lagen eine Oberflachen- 
topogriaphie entsteht^ die bei der BestQckung der Leiter* 
20 piattenmitdenBaustemensehrhinderlichist 

Der Erfindung liegt demgegendber die Aufgabe zu- 
grunde, ein technisch hochwertiges, wirtschaftliches imd 
umwdth-eundliches Verfahren zur HersteUung von Lei- 
terplatten m Additivtechnik zu schaffen. 
25 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaBmememersten 
Aspekt dadurch geldst, daB vor dem Aufbringen des 
Leitermaterials die Gmndschicht auBer in die Vertie- 
fungen und/oder m den Durchgangsldcherh selektiv 
vom Substrat entfemt wird. ' . 

30 .Dieses additive HersteHungsverfahreo . hat diia we- 
sentiicnen vorteii,daB die Struktur3er auszubildenden 
Leiterbahnen mechanisch, beispielswdse durch Laser- 
Ablation, vorgegeben werden kann und daB das Auf- 
bringen des Leitermaterials nur selektiv auf der Grund- 
35 schicht am Substrat erfolgt Die Auftragrate des Leiter- 
materials, beispielsweise Kupfer, kann leicht kontrol- 
liert werden, so daB eine ebene Oberfiache Ziehen 
det^ aufgebrachten Leitermaterial und der Gmnd- 
schicht bzw. dem Substrat erreicht werden kann. Eine 
4b Bearbdtung der Oberfiache des Leitermaterials, der 
Grundsdiicht oder des Substrats ist nicht mehr erfor- 
derlich. 

Das erfindungsgemaBe Herstellungsverfahren er- 
mdglicht es auBerdem, die Leiterbahnen in Vertiefun- 
45 gen im Substrat aufeubringen. Dadurch kann eine einfa- 
che Obertragung sehr f einer und praziser Leiterstruktu- 
ren mit guter Haftgrundlage gewahrleistet werden, oh- 
ne daB die Herstellung von Durchkontaktierungen Pro- 
blemeaiifwirft 
50 AuBerdem hat das erHndungsgemaBe Herstellungs- 
verfahren noch die folgenden Vortefle: 
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— hohe Dichte, hohe Prazision der Abbildungen 

— ultrafeine Aufldsung, hervorragende Reprodu- 
zierbarkeit mit der Aufl6sung von Femstldtergeo- 
metrien im Bereich der DiinnHhntechnik 

^ hervorragende Oberfiachenplanaritat, da die 
LeiterzQge un Basismaterial efaigraviert sind 

— Euisatz von hochtemperaturbestandigem Basis- 
material moglich (z. B. mit Tg- Werten > 500*" C) 

— extrem kurzer ProzeBzyklus (3—6 ProzeBschrit- 
te/LayerX hohes Potential far Kostenreduziemn- 
gen. 



65 Bei einer besonders bevorzugten AusfOhrungsform 
des er&ndungsgemaBen Herstellungsverfahrens wird 
die Grundschicht durdi Laser- Ablation entfemt 
Eine weitere bevorzugte AusfOhnmgsform kenn- 
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zeichnet sich dadurch, daB nach dem Erzeugen der Ver- 
tiefuDgeii und vor der Erzeugung der Durchgangsl5cher 
eine entfembare Deckschicnt vollflichig auf das Sub- 
strat aufgebracht wiri 

Ene andere vorteilhafte AusfOhrungsform des erfin- 
dungsgem^en Herstellungsverfahrens kennzeichnet 
sich dadurch, dafi die Grundschicht in den Vertiefungen 
und/oder in den Durchgangsldchem erst nach ihrem 
Aufbringen, vorzugsweise mittels elektromagnetischer 
Strahlung, insbesondere durch Laserstrahlung, selektiv 
zu einer katalytischen und/oder aktivierenden Schicht 
umgewandelt wird 

Bd einer besonders vorteilhaften Weiterbildung die- 
ser Ausfuhningsform wird die nicht-aktivierte Grund- 
schicht durch eine nafichemische Ldsung entfemt, was 
verfahrensmaBig besonders einfach ist 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt ein 
Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangsld- 
chem in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 
besondere durch Laser- Ablation, wobei die Vertiefun- 
gen und/oder Durchgangsldcher der gewiinschten aus- 
zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 
taktienmgen entsprechen; 

Vollflachiges Aufbringen einer bezOglich eines Leiter- 
nrntenaig katalytischen und/oder aktivierenden Grund- 
schicht auf erne oder beide Seiten des Substrats; und 
Aufbringen eines Leitermaterials auf die Grundschicht 

Die oben genannte erfindungsgemaBe Aufgabe wird 
bei diesem Verfahren dadurch gelost, daB nach dem 
Aufbringen der Grundschicht eine Deckschicht vollfia- 
chig auf die Grundschicht aufgebracht wird und daB 
danach die Deckschicht zur Ausbildung der Vertiefun- 
gen von der Grundschicht selektiv entf emt wird 

Auch mit diesem erfindungsgemaBen Herstellungs- 
verfahren lassen sich die obengenannten Vorteile erzie- 
len. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform 
dieses Herstellungsverfahrens werden die Durchgangs- 
Idcher im Substrat vor dem Aufbringen der Deckschicht 
ausgebildet und von der Deckschicht abgedeckt 

Die Erflndung betrifft in einem weiteren Aspekt auch 
ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von Leiter- 
platten, das die folgenden Schritte bebhaltet: . 
Erzeugen von Vertiefungen imd/oder Durchgangsld- 
chem in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 
besondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiefun- 
gen und/oder Durchgangslocher der gewOnschten aus- 
zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 
taktierungen entsprechen; 

Vollflachiges Aufbringen einer katalytischen und/oder 
aktivierenden Grundschicht auf eine oder beide Seiten 
des Substrates; und 

Aufbringen eines Leitermaterials auf die Grundschicht. 

Die oben genannte Aufgabe wird erfindungsgemiB 
bei diesem Herstellungsverfahren dadurch gelost, daB 
das Leitermaterial auf die Grundschicht voUflachig auf- 
gebracht wird bis zumindest die Vertiefungen und/oder 
Durchgangsiacher voUstSndig ausgeffiUt sind und daB 
das Leitermaterial und die Grundschicht dazm so weit 
abgetragen^ vorzugsweise abgeStzt, werden» bis das Lei- 
termaterial bUndig mit dem Substrat ist 

Dieses erfindungsgemaBe Herstellungsverfahren hat 
den wesentlichen Vorteil, daB das Substrat mechamsch 
nicht belastet wird AuBerdem kann, da die Abtragung 
nicht durch Schleifkdmer, sondera cheihisch erfolgt, ei- 
ne hohere Auflosung erzielt werden. Das aufgebrachte 
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Leiteraiaterial, z. B. Kupfer, kann chemisch abgetragen 
werden, so daB es recyclebar ist und, im Gegensatz zu 
abgeschliffenem Kupfer, emeut zum Beschichten ver- 
wendet werden kann. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform 
aller genannten Herstellungsverfahren erfolgt das Auf- 
bringen der Gmndschicht auf das Substrat verfahrens- 
milBig besonders euifach durch emen naBchemischen 
ProzeB/ durch physikalische Abscheidung aus der 
Dampfphase (PVD) oder durch chemische Abscheidung 
aus der Dampfphase (CVD). 

Eine weitere vorteilhafte AusfOhrungsform der ge- 
nannten Herstellungsverfahren kennzeichnet sich da- 
durch, daB ais katalytische und/oder aktivierende 
Grundschicht eine metalloxydische Verbindung tmd/ 
oder erne palladiumorganische Verbindung verwendet 
wird 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch 
ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

Erzeugen von Vertiefungen und/oder Diu-chgangsl5- 
chem m einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 
besondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiefun- 
gen und/oder Durchgangsldcher der gewiinschten aus- 
zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 
taktierungen entsprechen; und 

Aufbringen eines Leitermaterials in die Vertiefungen 
und/oder Durchgangslocher. r - ir ■ 

Die oben genannte Aufgabe wifid bei diesem Herstel- 
lungsveriFahren dadurch geldst, daB sich durch Bestrah- 
len der Vertiefungen und/oder Durchgangslocher mit 
elektromagnetischer Strahlung, msbesondere mit La- 
serstrahlung, in einem naBchemischen Bad Leitermate- 
rial nur in den Vertiefungen und/oder Durchgangsld- 
chem abscheidet 

Auch mit diesem erfindimgsgemaBen Herstellungs- 
verfahren lassen sich die bereits oben genannten Vortei- 
le erzielea 

Bei einer ganz besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form aller Herstellungsverfahren erfolgt das Aufbrin- 
gen des Leitermaterials durch chemische und/oder gal- 
vanische MetaUabscheidung, was sich verfaiirensm&Big 
besonders einfach verwirklichen laBt 

Eine weitere vorteilhafte AusfOhrungsform von alien 
genannten Herstellungsverfahren kennzeichnet sich da- 
durch, daB auf das Leitermaterial eine weitere Metall- 
schicht, vorzugsweise durch galvanisches Abscheiden 
von MetaQ, bundig zum Substrat aufgebracht wird 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch 
ein Verfahren zur HersteDung von Leiterplatten, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangsld- 
chem in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 
besondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiefun- 
gen und/oder Durchgangslocher der gewiinschten aus- 
zubildenden Struktur von Leiterbalmen und Durchkon- 
taktierungen entsprechen. 

Die obengenannte Aufgabe wird bei diesem Herstel- 
lungsverfahren dadurch gelost, daB Leitermaterial auf 
das Substrat voUflachig, vorzugsweise durch physikali- 
sche oder chemische Abscheidimg aus der Dampfphase, 
aufgebracht wird bis zumindest die Vertiefungen und/ 
Oder Diirchgangsiacher voUst^dig ausgefUllt sind und 
daB das Leitermaterial dann soweit abgetragen, vor- 
zugsweise abgeatzt wird, bis das Leitermaterial bilndig 
mit dem TrSgersubstrat ist 

Die Erfindung betrifft auch eine Leiterbahnstmktur 
mit einem Substrat aus isolierendem Material, mit Ver- 
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tiefungen und/oder Durchgangsldchem im Substrat, mit 
einer bezOgEch eineslieitermaterials katalytischen imd/ 
Oder alctivierenden Grundschicht am Boden der Verde- 
fungen und/oder an der Iimenwand der Durchgangsld- 
cber und mit einem bfindig zur Oberfiache des Substrats 
auf die Grundscliicht aufgebrachten LeitermateriaL 

Eine derartige Leiterbahnstruktur ist ebenfalls aus 
der EP 0 677 985 Al bekannt geworden. 
ErfindimgsgemSB ist Leitermaterial zwischen der In- 
. nenwand der Vertiefungen und/oder Durchgangsldcher 
und der Grundsciiicht vorgesehen. 

Die Erfindung betrifft weiterhin auch eine Leitei^ 
bahnstruktur mit einem Substrat aus isolierendem Ma- 
terial, mit Vertiefungen und/oder mit im Sub$trat vorge- 
sehenen Durchgangsldchem, mit einer bezflgUdi eines 
Leitermaterials katalytischen und/oder aktivierenden 
Grundschicht an dem Substrat und/oder an der Innen- 
wand der Durchgangsldcher und mit einem auf die 
Grundschicht aufgebrachten LeitermateriaL 

Erfindungsgem&fi sihd die auf der Grundschicht aus- 
gebildeten Strukturen von Leitermaterial jeweils durch 
auf der Grundschicht ausgebiUete Dedcschichtra von- 
emanderisoliert 

Die Erfindung betrifft scUieBIich auch eine Leiter- 
bahnstruktur aus einem Substrat aus isolierendem Ma- 
terial, mit Vertiefungen und/oder mit im Substrat vorge- 
sehenen Durchgangsldchem mit einem Leitermaterial 
in den vorher erzeugten Strukturen, 

ErfindungsgemaB ist das Leitermaterial einschichtig 
in den vorher erzeugten Strukturen aufgebracht 

Weitere Vortefle der Erfindung ergeben sich aus der 
Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kdnnen die 
vorstehend genannten und die noch weiter auf gef fihrten 
Merkmale erfindungsgem^ jeweils einzeln fOr sich 
Oder zu mehreren in beliebigen Kombmationen Ver- 
wendung findea Die gezeigten und beschriebenen Aus- 
ffihrungsformen sihd nicht als abschliefiende Aufzah- 
lung zu verstehen, sondera haben vielmehr beispielhaf- 
ten Charakter fOr die Schildenmg der Erfindung. 

Es zeigen m stark vereinfochter schematischer Dar- 
stellung: 

Fig. la bis If erne erste Variante der Herstellung von 
Leiterplatten; 

Fig. 2a bis 2g eine zweite Variante der Herstellung 
von Leiterplatten; 

Rg. 3a bis 3g eine dritte Variante der Herstellung von 
Leiterplatten; 

Fig. 4a bis 4g eine vierte Variante der Herstellung von 
Leiterplatten; 
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Diese Entferaung des Materials, die der Erzeugung des 
Leiterbildes entspricht, wird durch Ablation mittels ei- 
nes gepulsten Exdmerlaser vorgenommen. Ebenfalls 
mit einem Exdmerlaser wird gem&B F^. Ic an den den 
spateren Durchkontaktierungen entsprechenden Berei- 
chen durch weitcreii Materialabtrag em Durchgangs- 
loch;2aerzeugt 

Fdr die Ablation wird zweckmaBigerweise ein gepuls- 
ter Excimer-Laser im UV-Bereich verwendet, dessen 
Laserstrahl durch eine Maske entsprechend der ge- 
wOnschten Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 
taktierungen strukturiert wutL Altemativ kann die Be- 
arbeitung durch fokussierte Laserstrahlung erfolgen. 
Die Bewegung des fokussierten Laserstrahls ist relativ 
zum TrSgersubstrat frei programmierbar. Ffir die 
Steuerung des Laserstrahls wird ein adaptives optisches 
System mit verschiedeneii ausrichtbaren und reflektie- 
renden Elementen verwendet, um verschiedene einzel- 
ne Strahlen des Lasers direkt auf das Substrat zu lenken. 

Nach dem Abladieren der spateren LeiterzQge und/ 
Oder Durdbkontaktieningen erfolgt das Aufbringen ei- 
ner Grundschicht die in Fig. Id . als dflnne Schicht 6 
gezogt ist Es ist ersichtlich, daB die Grundschicht 6 auf 
die Oberflache des Substrats 1 und die Wandungen der 
Vertiefungen 2, 3, 4, 5 bzw. Ldcher 2a aufgebracht wer- 
den kana Fflr das Aufbringen der Grundschicht 6 kdn- 
nen flbBche NaBprozesse, FVD/CVD-Verfahren oder 
laserunterstQtzte Abscheideverfahren. verwendet wer- 
den. 

Nach dem Aufbringen der Grundschicht 6 wir<idiese 
geniaB Fig. le in den nicht den spateren LeiterzQgen 
und spateren Durchkontaktierungen entsprechenden 
Bereichen des Substrats 1 wieder entf erat Diese selekti- 
ve Entferaung der Grundschicht 6, die der Erzeugung 
eines negadven Leiterbildes entspricht, wird durch Al> 
lation mittels ernes gepulsten Exdmerlaser vorgenom- 
men. 

Nach der selektiven Ablation der Grundschicht 6 
wird dann gemaB Fig. if zur Fertigstellung der spateren 
40 LeiterzQge und der spateren Durchkontaktierungen ei- 
ne MetaIbchic*t7chemscHabgeschieden. 

Bei der anhand von den Fig. 2a bis 2g aufgezeigten 
Variante wird nacK der selektiven Ablation der Grund- 
schicht 6 gemaB Fig. 2f un Bereich der spateren Leiter- 
ziige und der spateren Durchkontaktierungen eine dfln- 
ne Schicht chemisch abgeschiedenen Metalls 7 aufge- 
bracht Bei dem Metall 7 handelt es sich auch hier wie- 
der bevorzugt um stromlos abgeschiedenes Kupfer. Ge- 
maB E^. 2g werden zur Ferti^tellung der Leiterplatten 
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V J. A, . - , , •«'5.wci«cu^ur jrerugsieuungaeri-citerpiatten 

Rg. 5a bis 5f erne funfteVanante der Herstellung von so die Leiterztlge und die Durchkontaktierungen mit ei- 



Leiterplatten; 

Fig. 6a bis 6d erne sechste. Variante der Herstellung 
von Leiterplatten; und 

Fig. 7a bis 7d eine siebte Variante der Herstellung 
von LeiterplatteiL 

Bei dem in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Substrat 1 
handelt es sich um einen Ausschnitt eines Basismaterials 
fflr eine hochintegrierte LeiterplaUe. Als Materialien fOr 
derartige Leiterplatten werden hauptsachlich hochtem- 
peraturbestandige PolymerfoKen verwendet, wobei im 
geschilderten AusfOhrungsbeispiel Polyimidfolie ver- 
wendet wird* Das dargestellte Substrat 1 wird zur besse- 
ren Handhabung zunachst auf einem Tragerrahmen 
(nicht gezeigt) befestigt, um die dflnne Folie ffir die ein- 
zelnen ProzeBschritte zu stabilisieren. 

Nach dem Fixieren auf einem Trager wird vom Sub- 
strat 1 gemafi Fig. lb in den den spateren Leiterzflgen 2, 
3, 4. 5 entsprechenden Bereichen Material abiadiert 
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nem galvanisdh abgeschiedenen Metall 9 verstarkt 

Bei der m den Fig. 3a bis 3g dargestellten Variante 
wh-d nach der Ablation der den Leiterbahnen entspre- 
chenden Bereichen 2, 3, 4, 5 eine Idsbare Deckschicht 10 
aufgebracht. Nun erfolgt die Ablation des Substratma- 
terials 1 und der Deckschicht 10 m den den Durchgangs- 
ldchem entsprechenden Bereichen 2a und die Ablation 
der Deckschicht 10 in den den Leiterbahnen entspre- 
chenden Bereichen. Nach dieseni Schritt erfolgt das 
Aufbringen der Grundschicht 6. Es ist ersichtlich, daB 
die Grundschicht 6 auf die Oberflache der Deckschicht, 
den Boden der Leiterbahnstrukturen und die Wandun- 
gen der L5cher im Substrat aufgebracht werden kann. 
Fflr das Aufbringen der Gnmdschicht 6 kdnnen Gbliche 
NaBprozesse, PVD/CVD-Verfahren oder laserunter- 
stfltzte Abscheideverfahren, verwendet werden. Durch 
einen sogenannten Lift-off-Schritt kann die Idsbare 
Deckschk:fat 10 entferht werden. Wie in Fig. 3f darge- 
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stelit, wird mit dem Aufldsen der Deckschicht 10 auch 
gleidizeitig die Grundschicht 6 von deh Bereichen au- 
fierhalb der sp^teren Leiterbahnen und Durchkontak- 
tierungen entfernt GemaB Rg. 3g wird zur Fertigstel- 
lung der spfiteren Leiterziige und Durchkontaktierun- 5 
gen eine leitende Metallschicht 7 cheniiscb abgeschie- 
den. Der Lift-off-Proze0 kann naBchemisch oder durch 
mecbanisches Abzugsverf ahren durcbgef Ohrt werden. 

Be! der in den Fig. 4a bis 4g dargestellten Variante 
wird die vollflachig aufgebrachte Grundschicht 6' mit 10 
Hilfe elektromagnetischer Strahlung, z. B. mit ffilfe von 
Laserstrahlung, gezielt strukturiert Durch die Einwir- 
kung der elektromagnetischen Strahlung werden in den 
Bereichen der sp&teren Leiterbahnen und Durchkon* 
taktierungen haftfeste Keime 11 freigesetzt Die nicht- 15 
bestrahlten Anteile der Grundschicht 6' werden, wie aus 
Fig. 4f ersichtlich^ abgewaschen, GemaS Kg. 4g wird 
zur Fertigstellung der spEteren Leiterzuge tmd Durch- 
kontaktierungen eine leitende Metallschicht 7 chemisch 
odergalvanischabgeschieden. 20 

Be! der in den Fig. 5a bis 5f dargestellten Variante 
werden zun^chst durch elektromagnetische Strahlung 
die Bereiche der spdteren Durchkontaktierungen 22a 
abladiert Nun wird die Grundschicht 26 vollflachig auf- 
gebracht FQr das Aufbringen der nichtleitenden Gnind- 25 
schicht 26 kdnnen Qbliche NaBprozesse angewendet 
werden. Ebenfalls mit herkdmmlichen Methoden wird 
nun eine losliche und/oder laserabladierbare Deck- 
schicht 12 vollflichig aufgebracht Mit Hilfe elektroma- 
gnetischer Strahlung werden nun in dieser Deckschicht 30 
12 Vertiefungen 22, 23, 24, 25 erzeugt, die den spateren 
Leiterbahnen entsprechen. Durch Ablation der Deck- 
schicht 12 in diesen Bereichen wird gemaB Fig. 5e die 
Grundschicht 26 freigelegt In dem nun folgenden 
Schritt kann in diesen Bereichen der spatere Leiterbah- 35 
nen und Durchkontaktierungen selektiv leitbares Mate- 
rial 27 abgeschieden werden, Altemativ konnen die Lei- 
terbahnstrukturen in einem photoempfindlichen dielek- 
trischen Material durch Belichten und Entwickeln er- 
zeugt werden. 40 

Bei der in den Fig. 6a bis 6d dargestellten Variante 
werden die Bereiche der spateren Leiterbahnen 2,3,4, 5 
und Durchkontaktierungen 2a elektromagnetischer 
Strahlung ausgesetzt Unter dem EinfluB dieser Strah- 
lung wird in einem naBchemischen Bad leitbares Materi- 45 
. al 37 in den Bereichen der spateren Leitbahnen 2, 3^ 4, 5 
und Durchkontaktierungen 2a abgeschieden. 

Bei der in den Fig. 7a bis 7f dargestellten Variante ist 
nach dem in Fig. 7d dargestellten Schritt keine Ablation 
der Grundschicht 6 in den nicht benotigten Bereichen 50 
notwendig. Aus Fig. 7e wird ersichtiich, daB in einem 
chemischen oder galvanischen ProzeB so lange Leiter- 
material 47 auf der Grundschicht 6 abgescliieden wird, 
bis eine ebene Oberfliche entsteht In einem nachfol- 
genden Atzprozefi wird nun die Schicht aus Leitermate- 55 
rial 47 und die Grundschicht so lange abgetragen, bis 
nur noch m den Leiterbahnen 2, 3, 4, 5 und dem Durch- 
gangsloch 2a Leitermaterial 47 zurQckbleibt (Fig. 7f). 
Das Leitermaterial 47 in den Vertiefungen 2, 3, 4, 5 ist 
dann bOndig zu der Oberfltche des Substrats 1. go 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist: 65 
a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
Oder Durchgangslochem (2a) in einem Sub- 
strat (1) aus isolierendem Material, insbeson- 



dere durch Laser-Ablation^ wobei die Vertie- 
fungen (% 3, 4, 5) und/oder Durchgangsldcher 
(2a) der gewCinsditen auszubildenden Struktur 
von Leiterbahnen und/oder Durchkontaktie- 
rungen entsprechen; 

b) Aufbringen einer Grundschicht (6; 6', 1 1) auf 
eine oder beide Seiten des Substrats (1); und 

c) Aufbringen ernes Leitermaterials.(7) auf die 
bezGglich des Leitennaterials (7) .katalytische 
und/oder aktivierende Grundschicht (6; 1 1); 

dadurch gekennzeiduiet, 

d) daB vor dem Aufbringen des Leitermaterials 
(7) die Grundschicht (6; 6') auBer in den Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder in den Durchgangs- 
15chern (2a) selektiv vom Substrat (1) entfemt 
wird. 

2. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Grundschicht (6; 6") durch 
Laser-Ablation entfemt wird 

3. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadiu-ch gekennzeichnet, daB nach dem Erzeixgen 
der Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und vor der Erzeugung 
der Durcbgangsl6cher (2a) eine entf embare Deck* 
schicht (10) vollfl&chig auf das Substrat (1) aufge- 
bracht wird 

4- Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Grundschicht (6') in den 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder in den Durch- 
gangslochem (2a) erst nach ihifem Aufbringen, vor- 
zugsweise mittels elektromagnetischer Strahlung, 
insbesondere durch Laserstrahlung, selektiv zu ei- 
ner katalytischen und/oder aktivierenden Schicht 
(1 1) umgewandelt wird 

5. Herstellungsverfahren nach Anspmch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die nicht-aktivierte Grund- 
schicht (60 durch eine naBchemische Ldsung ent- 
femt wird. 

6. Verfahren zur HersteUung von Leiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (22, 23, 24, 25) 
und/oder Diu'chgangsldchem (2a) in einem 
Substrat (1) aus isolierendem Material, insbe- 
sondere durch Laser- Ablation, wobei die Ver- 
tiefungen (22, 23, 24, 25) und/oder Durchgangs- 
ldcher (22a) der gewtinschten auszubildenden 
Struktur von Leiterbahnen und Durchkontak- 
tierungen entsprechen; 

b) Voflflachiges Aufbringen einer bezQglich ei- 
nes Leitermaterials (27) katalytischen und/ 
Oder aktivierenden Grundschicht (26) auf eine 
oder beide Seiten des Substrats (1); und 

c) Aufbringen eines Leitermaterials (27) auf die 
Grundschicht (26); 

dadurch gekennzeichnet, 

d) daB nach dem Aufbringen der Grundschicht 
(26) eine Deckschicht (12) voliflachig auf die 
Grundschicht (26) aufgebracht wird; und 

e) daB danach die Deckschicht (12) zur Ausbii- 
dung der Vertiefungen (22, 23, 24, 25) von der 
Grundschicht (26) selektiv entfemt wird 

7. Herstellungsverfahren nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Durchgangsldcher (22a) 
im Substrat (1) vor dem Aufbringen der Deck- 
schicht (12) ausgebildet imd von der Deckschicht 
(12) abgedeckt werden. 

8. Herstellungsverfahren zur Herstellung von Lei- 
terplatten, das die folgenden Schritte beixihaltet: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
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Oder Durchgangsldchem (2a) in einem Sub- 
strat (1) aus isolierendem Material insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
f ungen (2, 3, 4, 5) und/oder Diirchgaxi^^dcher 
(2a) der gewanschten auszubildenden Struktur 5 
von Ldterbahneii und Durchkontaktierungen 
entsprechen; 

b) Vollflachiges Aufbringen einer katalyti- 
schen und/oder aktivierenden Grundschicht 
(6) auf eine oder beide Seiten des Substrates 10 
(l);und 

c) Aufbringen eines Leiiermaterials (47) auf die 
Grundschicht (6); 

dadurch gekennzeichnet, 

d) daB das Leitermaterial (47) auf die Grund- 15 
schicht (6) vollflachig aufgebracht wird, bis ZU-, 
mindest die Vertiefungen (2, 3» 4, 5) und/oder 
DurchgangslOcher (2a) voOstSncfig ausfOUt 
sihd,und 

e) daiB das Leitermaterial (47) und die Grund- ao 
sdiicht (6) .dam weit abgetragen, vorzugs- 
weise sibgeatzi werdeii, bis das Leitermaterial 
(47) bfindig mit dem Tr§gersubstrat (1) ist 

9. Herstellungsverfahren nach einem der voriierge* 
henden AnsprQche, dadurdi gekennzeichnet, dsS 25 
das Aufbringen der Grundschicht (6; 6'; 26) auf das 
Substrat (1) durch einen naBdiffliischen ProzeS, 
durch physScalische Abscheidung aus der Dampf- 
phase (PVD) oder durch chemische Abscheidung 
aus der Dampfphase (CVD) erfolgt 30 
10; Hemelii^ einem der vorher- 

gehendeiiAnsprQche, dadtirch gekennzeichnet, daB 
als katalytische und/oder aktivierende Grund- 
schicht (6; 26) eine metalloxidische Verbindung 
und/oder eine paUadiumorganische Verbindung 35 
verwendetwird 

1 L Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten» 
das die folgfenden Schritte aufweist: 

a) Brzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
od^r Dun^jbigfmgsiachern (2a) in einem Sub- 40 
strat (1) aiis isblie^endem Material, insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangsldcher 
(2a) der gewOnschten auszubildenden Struktur 
von Leiterbahnen und Durdikontaktierungen 45 
entspredien; und 

b) Aiifbrinigen eines Leitennaterials (37) in die 
Verdef ungen (% 3, 4, 5) und/oder Durcfagangs- 
ldcher(2a); 

dadurch gekennzeichnet, 50 

c) daB sich durch Bestrahlen der Vertiefungen 
(2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangsldcher (2a) mit 
elektromagnetischer Strahlimg, insbesondere 
mit Laserstrahlung, m einem naBchemischen 
Bad Leitermaterial (37) nur in den Vertiefun- 35 
gen (Z 3, 4, 5) und/oder Durchgangsldchem 
(2a) abscheidet 

12. Herstellungsverfahren nach efaiem der vorher- 
gehenden AnsprQche, dadurch gekeimzeichnet, daB 
das Aufbringen des Leiterznaterials (7; 27; 37; 47) 60 
durch chemische und/oder gatvanische Metallab- 
scheidung erfolgt 

13. Herstellungsverfahren nach einem der vorher- 
gehehden Ansprfiche» dadurch gekexmzeichnet, dafi 
auf das Leitermaterial (7; 27; 37; 47) eine weitere $5 
Metallschicht (9) vorzugsweise durch galvanisches 
Abscheiden von Metall, bOndig zum Substrat (1) 
auf gebracht wird. 
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14. Hersteliungsyerfahren zur Herstellung von Lei- 
terplattei^ das die folgenden Schritte beinhaltet: 

a) Erzeugai von Vertiefungen (2, 3^ 4, 5) und/ 
Oder l>Lirchgangsldchern (2a) in einem Sub- 
strat (i) aus isoUerehdem Material, insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2,3, 4, 5) und/oder Durchgangsldcher 
(2a) der gewjD^ auszubildenden Struktur 
von L^terl^^ und Durchkontaktierungen 
entsprechenp 

dadurch gekennzeichnet* 

b) daB Leitermaterial (37) auf das Substrat (1) 
vollftechig, vorzugswdse durch physikalische 
Oder chemische Abscheidung aus der Dampf* 
phases aufgebracht \vird, bis zumindest die 
Vertiefungen (^ 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
ldcher (2a) vollst&idig aiisfOllt sind, und 

c) daB das Leitermaterial (3^ dann so weit 
abgetragen^ vomigsweise abgeatzt, wird, bis 
das Leitermaterial (37) bQndig mit dem Tra- 
gersubstrat(1)i5t. 

15. Leiterpiatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellutigsverf ahreh geniaiB einem der vorherge- 
henden AnsprQche 1 bis 5 oder einem der auf diese 
AnsprQche riickbezogenen AnsprQche, 

mit einem Substrat (l) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
ldchem (2a) im Substrat (1), 

mit einer bezOglich eines Leitennaterials (7) kataly* 
tischen und/oder aktivierenden Grundschicht (6; 
11) am Boden der Vertiefungen (2, 3, 4,5) und/oder 
an der Innenwand derDurchgangsldcher (2a) und 
mit einem bOndig zur Oberfltche des Substrats:(l) 
auf die Grundischicht (6; 11) aufgebrachten Leiter- 
material (7, 9) 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Leitermaterial (7) zwischen der Innenwand der 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangsldcher 
(2a) und der Grundschicht (6; 11) vorgesehen ist 

16. Leiterpiatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellungsyerf ahren gem§B einem der vorherge- 
henden AnsprQche 6 oder 7 oder einem der auf 
diese Anspriiche riickbezogenen AnsprQche, 

mit einem Substrat (1) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (22, 23, 24, 25) und/oder mit im 
Substrat (1) Vorgesehenen Durchgangsldchem 
(22a) 

mit einer bezfiglich eines Leitennaterials (27) kata- 

lytisdien md/oder aktivierenden Grundschicht (26) 

an dem Substrat (1) und/oder an der Innenwand der 

Durchgangsldcher (22a) und 

mit einem auf die Grundschicht (26) aufgebrachten 

Leitermaterial (27), 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die auf der Grundschicht (26) ausgebildeten 
Stnikturen von Leitermaterial (27) jeweils dim:h 
auf der Grundschicht (26) ausgebildete Deckschich- 
ten (12) voneinander isoliert sind. 

17. Leiterpiatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellungsverfahren gemaB einem der vorherge- 
henden AnsprQche 11 oder 14 oder einem der auf 
diese AnsprQche rQdcbezogenen AnsprQche, 

mit einem Siibstrat (1) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (Z 3, 4, 5) und/oder mit im Sub- 
strat (1) vorgesehenen Durchgangsldchem (2a), 
mit emem I^iternmterial (37) m den vorher erzeug- 
tenStrukturen, 
dadurch gekennzeichnet. 
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daB das Leitermaterial (37) einschichtig m den vor- 
her erzeugten Stnikturen auf gebracht ist 
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